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	1  产品概述
	2  ZZKK情况
	LYPM9540型大功率P沟道场效应晶体管为我单位自主研发产品，其关键原材料和零部件、设计开发、工艺
	3  特性
	4  可提供质量等级
	J级；
	G、G+级：Q/RBJ1005QZE-2024；
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	漏极电流IDM1（TC=25℃）
	-18
	-18
	±20
	±20
	6 主要电特性

	参数名称
	符号
	测试条件
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	典型值
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	导通电阻
	—
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	0.117
	漏源击穿电压
	BVDSS
	VGS=0V，ID=-0.25mA
	—
	阈值电压a
	-2.0
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	零栅压漏极电流
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	反向栅极漏电流
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	—
	—
	100
	开启延迟时间
	td(ON)
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	25
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	图7 建议的回流焊曲线
	11  可能的失效模式
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